Красимира Германова, Веселин Дончев, Николай Щинков, Стоян Влаев. ЕЛЕКТРОНИ СВОЙСТВА НА СВРЪХ-РЕШЕТКИ ОТ AlAs/GaAs СЪДЪРЖАЩИ ВЛОЖЕНИ КВАНТОВИ ЯМИ ОТ GaAs
В последните години нараства интересът към полупроводникови свръхрешетки (СР), съдържащи вложени квантови ями (КЯ), чиято ширина е различна от ширината на КЯ в СР. Това е обусловено от техните нови физически свойства и възможностите за приложението им в модерни прибори. В тази работа се докладват детайлни изследвания на електронната структура на СР от AlAs/GaAs с вложени квантови ями (ВКЯ) от GaAs, проведени чрез теоретични пресмятания и компютърни симулации. Пресмятанията на свързаните състояния на носителите са извършени чрез i) метода на обвиващата функция  и ii) полуемпиричния sp3s* метод на силната връзка, комбиниран с техниката на съшиване на Гриновите функции на интерфейса. Зависимостта на електронната структура от ширината на ВКЯ е пресметната за случая на резки интерфейси. Анализирано е взаимодействието между СР и ВКЯ и неговия ефект върху енергиите и локализацията на свързаните състояния.   В детайли е изследван важният и актуален проблем за размиване на интерфейсите и неговото влияние върху електронната структура. За тази цел е разработен прост модел, допускащ дифузен концентрационен профил, отговарящ на малки дифузионни дължини.  Моделът е приложен първо за регулярна СР с размити интерфейси. Показано е, че СР от тип I може да се трансформира в тип II и са намерени условията за такъв преход.  Установено е, че (-X взаимодействието в проводимата зона на СР бързо намалява при увеличаване интердифузията на материалните компоненти на интерфейсите. Свързаните състояния и енергиите на оптични преходи в СР с ВКЯ са пресметнати в зависимост от степента на размиване на интерфейсите и са сравнени със съответните величини за изолирани КЯ от GaAs. Дадена е разумна интерпретация на резултатите от това сравнение.
